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論　　文　　の　　要　　旨

　本論文は、高Tc駿化物超伝導体の分野において害イオンビームスパッタ（亙BS）法による薄膜合

成により，YBa．C鴫O。のエピタキシャル成長の際の方位選択性およびBi．Sr．CaCu。○、薄膜の傾斜

エピ成長技法とその結果について述べたものである。

〔1〕Y系超伝導薄膜のエピタキシャノレ成長

　組成制御性の良い亙BS装置を開発した。その際，膜の酸化方法として事酸素ガス吹きつけ法蓼酸素

イオンアシスト法を考案した。a軸配向膜は酸素ガス分圧が高く基板温度が低い条件で優先的に成

長する傾向があり雪いっぼうC軸配向膜は酸素ガス分圧が低く基板温度が高い条件を選択する傾向

があった。この配向方向選択性はヨa一、C一軸格子定数の酸素欠陥依存性と基板の熱膨張による

格子マッチングを考慮することで説明できるとするモデルを提唱した。

〔2〕Bi系超伝導薄膜合成とその物性

　この系はCu○。面の枚数の異なるいくつかの相を持っているが里シャッタリング技法によりヨ人工

的にこれからの各超伝導相をつくりわけられる可能性について検討した。その結果ヨ低温度合成で

は可能であるが結晶性が充分でなく曹結晶性の良い高度基板ではこの技法に限界があることが判っ

た。また、マイクロ波を用いた酸素ガス励起法を開発した。重要な課題としてヨ傾斜基板による方

向選択性の制御を試み成功した。約ぺ〔u1〕方向に傾斜させた（O01）SrT1○。基板には規則的なテ

ラス1ステップ面が構成され事それに薄膜合成してa軌b軸が完全に揃った2212単結晶薄膜を得

た。この膜の面内の電気特性の異方性を測定しヨρ、／ρ。㌶04であると見積もった。これはバルク単結
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晶の異方性測定結果とほジー致している。

審　　査　　の　　要　　旨

　酸化物超伝導膜合成に関して争優れたイオンビームスパッタ装置を開発しラ酸化方法ラ傾斜基板・

法など様々な新技法の開発に成功したこと官特に傾斜基板によるB1系物質の異方性制御を行ったこ

とは高く評価される。

　よって里著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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